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Fig. 1 段階的にドーパント濃度を変化させた nGaN 試料の(a) 模式図(b) TEM 像(c) Hologram (d) Hologram を用いて再生した

位相像(e) 位相像のラインプロファイルと SIMS 測定の結果を比較したグラフ．
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高感度電子線ホログラフィーによる GaN 系半導体の

ドーパント濃度分布の観察
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窒化ガリウム(GaN)系半導体は，優れた特性を多く持つ

ため，高性能な光デバイスやパワーデバイスの材料として期

待されている．デバイスを作製する場合，pn 接合の位置や

ドーパント濃度分布を計測・評価することは極めて重要であ

る．本研究では，従来法と比較して検出感度 3 倍，空間分

解能 8 倍の高感度電子線ホログラフィーを用いて，Si をド

ープした nGaN のドーパント濃度分布をとらえることに成

功したので報告する．

今回，実験に用いた試料構造の模式図を Fig. 1(a)に示

す．試料は，nGaN 基板上に 5×1016～4×1019(atoms/

cm3)まで段階的にドーパント濃度を分布させた構造をして

い る． Fig. 1 ( b ) , ( c ) , ( d ) に同一視 野の TEM 像，

Hologram，位相像を示す．TEM 像のコントラスト変化を

読み取ることで，ドーパント濃度分布をとらえるのは困難で

あった．Hologram を目視で確認したところ，縞の一部が曲

がっていることが確認できた．Hologram を再生した位相像

では，ドーパント濃度分布と同じ 4 段階で位相が変化して

いることが確認できた．Fig. 1(e)に，位相像のラインプロ

ファイルと SIMS 測定の結果を比較したグラフを示す．

SIMS 測定でドーパント濃度が変化している辺りで位相が変

化していることが確認できた．このことから，位相変化はド

ーパント濃度分布を反映していることがわかった．
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